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Belousov-Zhabotinsky(BZ)反応の簡易セルオートマトンモデルを実

装する LSI を試作した。本報告では、i) 各セルが休止・興奮・不応の 3
状態をとる多値セルオートマトンモデル（excitable lattice）, および ii) 
各セルが休止・興奮・不応・沈殿の 4 状態をとるモデル（Voronoi model）, 
をそれぞれ実装したディジタル反応拡散チップ（図 1）について述べる。

i) については、チップ上で BZ 反応と同等の密度波の伝搬・消滅が起こ

ることを試作チップの実験により示す（図 2）。ii) については、シミュ

レーションによりモデルと試作チップの動作比較を行った後、その具体

的応用として、ボロノイ図の近似構成と細線化処理を行う（図 3）。 

Excitable Lattice VD Model (λ = 0.3 µm)(λ = 0.8 µm)

図１ 反応拡散セルオートマトンチップのセルレイアウト  
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図2 Excitable
　latticeチップの
　時空間パターン
　の例（興奮波の
　伝播と消滅）

図3 Voronoi
　チップの動作例
　（興奮波の伝播
　と衝突・沈殿）

 


